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大型熱フィラメント CVD法で合成したダイヤモンド薄膜は、通電加熱したフィラメントワイヤー

から供給される金属原子が膜中に混入するが、我々はその現象を積極的に利用した金属援用終端

法 (Metal-assisted termination: MAT) を提案した[1]。基板から膜中に伝搬する転位の一部は、金属

原子近傍の巨大な歪み空間と相互作用し、その伝搬挙動を大きく変化させている可能性を指摘し

た。このMAT法は、特にダイヤモンド電子デバイスの面内均一性向上に劇的な効果をもたらして

おり、転位密度の異なる複数の基板 (モザイクウェハ、IIb基板、CVD基板、ヘテロエピタキシャ

ル基板) 上において、ショットキーバリアダイオードの性能・歩留まり両面で大きな改善を確認

している[2]。また 1018 cm-3以上の高濃度な金属原子添加は、結晶面内の歪み構造を大きく変化さ

せており、MAT層の導入により基板自身が持つ歪みの分布状態を緩和する効果も報告されている

[3]。本研究では、単結晶(100)基板上に熱フィラメント CVD法でエピタキシャル成長膜を形成し、

次にマイクロ波プラズマ CVD 法により厚膜の結晶を成長させた、基板／MAT バッファ層／高純

度エピ膜から成る 3層構造の試料を作製し、基板の歪み分布がMATバッファ層によってどのよう

に変化するかを調べた。ラマンマッピング（ナノフォトン社製 RAMANtouch、波長 785 nm、グレ

ーティング 1200gr/mm）で、50×50µmの XY平面空間を座標 400 nm間隔で 25,000点測定した。

図 1 に(a) 三層構造、(b) 基板のラマン FWHM 値を示す。ラマンピークは三層構造とすることで

先鋭化しており、FWHMの分布は 1.7-2.7 cm-1（基板：2.1-4.3 cm-1）まで改善し、結晶性の向上が

確認された。面内の歪み分布については、基板の歪み分布と比較して大きく異なっており、金属

原子添加による歪み緩和効果を示唆する結果が得られた。 
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Fig. 1. Raman FWHM histogram distribution of  

(a) MWCVD/MAT/substrate tri-layered film, and (b) substrate. 
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